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  الملخص
  

من  كثیرفي  ھتطبیقاتوتعدد  راھیرزیمستشعر التك ترانستورات تاثیر المجالإستخدام  ھمیةلأ انظر
لم السنوات الاخیرة علي الغم من إنھا جتذبت الكثیر من الاھتمام في إوالتي  المختلفةالمجالات 

تطویر فإننا استشعرنا أھمیة  م ومن ث  لآخري.ستجابة قویة بما یكفي مقارنة بالتقنیات اإ تعطي
  .ترانزستوراتالستخدام ھذا النوع من إنموذج مستشعرات التیراھرتز ب

ثیر المجال ( أستخدام ترانستورات تإمل نموذج محاكي لمستشعر التیراھیرز بعحیث أنھ قد تم  
 Metal -Oxide- Semiconductor Fieldشبھ موصل -أكسید -معدن مجال تأثیر ترانزستور

Effect Transistor  )MOSFET  (( تم دراسة جمیع النماذج المستخدمة لوصف وأیضا
دراسة الظواھر كذلك  النوع من الترانستورات ، و ستخدام ھذاإشعاع التیراھیرتز بإستشعار إ

  والتي منھا طول القناة للترانزستور.  ستجابة المستشعرإالفیزیائیة والعوامل المؤثرة علي رفع 

شعة التیراھیرتز فى حالة ستجابة المستشعر للأإثیر طول القناة للترانزستور علي أحیث تم دراسة ت
   Open drain/ .(Biased drainب الترانزستور (مص على الفولتیة تطبیق/عدم تطبیق

ومن خلال تطبیق الفولتیة  Synopsis Sentaurus Simulator   امنموذجنا باستخد التحقیق منتم 
على (1THz) وتردد ) فولت   0.05 (ة بسع THz تطبیق آشعة المختلفة للتیار المستمر وكذلك

 FET كاشف اذجالمصححة ومقارنتھا بنم THz م فحص تأثیر طول القناة على إشارةثالبوابة ، 
  .الأخرى المعروفة

مقارنة نتائج النموذج بنتائج التجریبیة لبعض الترانزستورات المختارة في  وتبعا لھذا النموذج فقد تم
نھا إن نتائج ھذا النموذج المحاكى للمستشعر التیراھیرتز أمثل ظروف التشغیل تلك. وقد تبین 

وضحت النتائج أفضل أیضا أو ترانزستورات ،للسابقة لمثل ھذا النوع من امتقاربة من النتائج ا
والتى تعتبر أحد أھم النقاط التي سعت لتحقیقھا  تصمیم للمستشعر وكذلك ظروف التشغیل المثالیة

 .ھذه الرسالة

  

                 

 


